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REDACTION

SUR LE CONTROLE DES CONDITIONS OPTIMA
DU POLISSAGE ELECTROLYTIQUE
DES SEMI-CONDUCTEURS

par I. EpeLBOIN et M. FROMENT,

Laboratoire de Physique (Enseignement)
de la Faculté des Sciences de Paris.

La théorie du polissage électrolytique des métaux
que nous avons développée il y a quelques années peut
également s’appliquer aux semi-conducteurs et cela
nous a incités a essayer de polir ces derniers [1].

Ira. 1.

Fic. 2.

De méme que pour les métaux, on peut actueliemem
utiliser 3 types de bains : solutions aqueuses ou alcoo-
liques, sels fondus dans leur eau de cristallisation, sels
fondus 3 haute température. Cependant, le controle
des conditions optima de polissage dans les solutions
aqueuses ou alcooliques ne peut pas s’effectuer de la
méme facon avec les métaux et avec les semi-

conducteurs.

La résistivité du métal est bien inférieure & celle de
Pélectrolyte et si 'on prend soin de donner & I’anode
une superficie beaucoup plus faible que celle de la
cathode, la résistance U [I'de la cellule électrolytique
est pratiquement localisée au voisinage de I’anode.
Dans ces conditions, si 'on superpose au courant
continu I d’électrolyse un courant alternatif de fré-
qluence appropriée, I'admittance |1/Z] de la cellule
¢lectrolytique est proportionnelle & la superficie de
I'interface métal-électrolyte et la tension optimum de
polissage du métal correspond souvent & [1/Z] mini-
mum [2].

La résistivité des semi-conducteurs n’étant pas négli-

Fic. 3.

Fic. 4.

geable par rapport a celle des électrolytes, tout au
moins au voisinage de ’anode, les variations de |1 1Z]
ne sont plus liées uniquement a la superficie de Pinter-
face semi-conducteur-électrolyte et 1'observation
de |1/Z| ne permet pas de déterminer les meilleures
conditions de polissage. :
Pour des raisons analogues, il est difficile d’utiliser
les variations de |1 [Z] lorsque le bain de polissage est
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constitué d’un sel fondu a haute température (CINa-
CIK, FNa-FK, etc.) ou d’un sel fondu dans son eau de
cristallisation (ClgFe, 4H,O par exemple) et ceci est
valable pour les métaux comme pour les semi-
conducteurs.

Nous avons essayé de tourner cette difficulté a aide
du microscope. Le microscope optique usuel manque
en général de sensibilité pour déterminer les meilleures
conditions de polissage du germanium et du silicium
car ces deux semi-conducteurs sont souvent étudiés
sous forme de monocristaux ou de gros cristaux. Cet
inconvénient enléve beaucoup d’intérét a ’examen
métallographique de I’échantillon au cours méme de
P’électrolyse qui s’effectue couramment avec les métaux
polycristallins. Pour que I’examen soit sensible, on
peut utiliser la méthode d’observation en contraste
mterférentiel & 2 ondes polarisées [3]. Nous I’avons
employée pour observer de gros cristaux d’alu-
minium [2] et nous 'utilisons également pour déter-
miner les conditions du polissage du germanium et du
silicium. A titre d’exemple, on trouvera ci-dessous
4 micrographies (X 900) ainsi obtenues avec du ger-
manium poli dans un mélange 500 ecm?® de glycérine,
50 cm? d’eau, 50 em?® d’alcool éthylique & 95° et FHFK
jusqu’d saturation [4]. Les deux premiéres micro-
graphies concernent un échantillon polyeristallin
de 1 em? de superficie poli & 80 °C avec U = 50 V et
I = 0,5 A (photo 1) et &4 97 °C avec U = 60 V et
I = 0,5 A (photo 2); on voit que la température
de 80° est préférable. Les micrographies 3 et 4 con-
cernent 2 emplacements de la surface d’un monocristal
de germanium [100] de 2 cm? de superficie poli & 80 oC
avec I = 0,72 A et U = 65 V. Le microscope courant
donne le méme aspect aux micrographies 1 et 2 d’une
part, 3 et 4 d’autre part.
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